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La presente invention concerne un ecran d'affichage. 

En particulier, ['invention est relative a un ecran d'affichage a base de 
materiaux organiques electroluminescent^, a matrice active, comprenant des 
transistors en couches minces. 

Ces transistors sont realises par cristallisation d'un substrat de 
Silicium poly-cristallin obtenu par une technique de chauffage d'un substrat de 
Silicium amorphe par un laser excimere pulse. Cette technique de fabrication 
des transistors en couches minces est particulierement economique. 

Cependant, la cristallisation du Silicium amorphe genere la 
composition de grains de Silicium monocristallin d'orientation differente separes 
par des joints de grains. Ces joints de grains introduisent des dispersions de 
tensions de seuil de declenchement des transistors et des in homogeneity de 
I'intensite du courant les traversal pour une meme tension appliquee a leur 
grille. Or, comme les emetteurs d'un ecran proclufsent une lumiere directement 
proportionnelle au courant qui les traverse, les dispersions des tensions de 
seuil de declenchement se traduisent par des variations de luminance de 



I ecran. 



Pour compenser ces dispersions, il est connu notamment par le 
document EP 1 220 191, d'introduire un transistor de compensation dans 
chaque circuit d'adressage d'un emetteur de I'ecran. Chaque transistor de 
compensation d'un circuit d'adressage est fabrique a cote du transistor de 
modulation de ce meme circuit. Ainsi, le transistor de modulation et le transistor 
de compensation du meme circuit d'adressage sont realises dans les memes 
conditions, par le meme pinceau laser rectiligne de sorte que leurs tensions de 
seuil de declenchement ont des valeurs proches aptes a se compenser Tune 
I'autre. 

Toutefois, un tel ecran necessite egalement la fabrication d'un 
transistor ^initialisation et d'un transistor de selection soft un total de quatre 
transistors pour commander remission de chaque emetteur de I'ecran. Or, ces 
transistors reduisent considerablement la surface utile Remission des pixels. 
De plus, la fabrication d'un grand nombre de transistors est peu economique. 

[-'invention a pour but de proposer un ecran du type precite plus 
simple a fabriquer et plus economique. 
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A cet effet, ('invention a pour objet un ecran d'affichage comportant : 

- des emetteurs de lumiere repartis selon des lignes d'emetteurs et 
des colonnes d'emetteurs pour former un reseau d'emetteurs, 

- un substrat de Silicium sur iequef des moyens de commande de 
remission des emetteurs sont fabriques, lesdits moyens de commande 
comprenant : 

- une pluralite d'electrodes d'adressage reparties selon Ies 
*. colonnes d'emetteursret aptes a transmettre une tension representative d'une 

donnee d'image a chaque colonne d'emetteurs, 

- une pluralite d'electrodes de selection reparties selon Ies 
iignes d'emetteurs, et aptes a transmettre un signal de selection a chaque ligne 
d'emetteurs, 

- une pluralite de transistors de modulation , chacun asspcie a 
un emetteur du reseau, lesdits transistors de modulation comprenant une 
electrode de grille et deux electrodes de passage du courant, chaque transistor 
de modulation etant apte a etre traverse par un courant de drain pour alimenter 
ledit emetteur pour une tension entre son electrode de grille et une de ses 
electrodes de passage de courant superieure ou egale a une tension de seuil 
de declenchement, lesdits transistors de modulation etant repartis selon des 
colonnes associees aux colonnes d'emetteurs et etant alignes sur le substrat 
suivant une iigne directrice, 

- une capacite de charge connectee aux bornes de chaque 
transistor de modulation et apte a imposer un potentiel electrique a ['electrode 
de grille du transistor de modulation associe, et 

- une pluralite de transistors de compensation aptes a 
compenser la tension de seuil de declenchement des transistors de modulation 
en ajustant la charge du condensateur, 

caracterise en ce qui! comporte un unique transistor de 
compensation, connecte a Tensemble des transistors de modulation d'une 
meme colonne et est apte a compenser Ies tensions de seuil de declenchement 
de Tensemble desdits transistors de modulation de cette colonne, ledit 
transistor de compensation est forme dans le prolongement de I'alignement 
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desdits transistors de modulation d'une meme colonne suivant ladite meme 
ligne directrice. 

Suivant des modes particuliers de realisation, I'ecran d'affichage 
comporte I'une ou plusieurs des caracteristiques suivantes : 

- chaque transistor de compensation comprend une electrode de 
grille et deux electrodes de passage du courant, I'electrode de grille de chaque 
transistor de compensation etant raccordee a I'electrode de grille de I'ensemble 
des transistors de modulation de ia colonne associee, une electrode de 
passage du courant de chaque transistor de compensation est raccordee a 
I'electrode d'adressage de la colonne d'emetteurs associee et I'autre electrode 
de passage du courant de chaque transistor de compensation est raccordee a 
son electrode de grille ; 

- lesdits transistors de modulation et ledit transistor de compensation 
associe sont fabriques sur un substrat de Silicium poly-cristallin obtenu par 
chauffage d'un substrat de Silicium amorphe, a I'aide d'un pinceau laser, ledit 
pinceau etant apte a chauffer d'abord une premiere surface rectangulaire de 
chauffage du substrat, a se deplacer selon une direction de deplacement et a 
chauffer ensuite une seconde surface de chauffage rectangulaire, et 

- lesdits transistors de modulation associes aux emetteurs d'une 
meme colonne et le transistor de compensation associe sont alignes suivant 
une unique et meme surface de chauffage, la ligne directrice d'alignement 
s'etendant sensiblement perpendiculairement a la direction du deplacement du 
pinceau laser ; 

- lesdits transistors de modulation et ledit transistor de compensation 
associe comprennent chacun un canal entre deux couches de materiaux dopes, 
ledit canal etant connecte a leur electrode de grille, et le canal des transistors 
de modulation d'une colonne et le canal du transistor de compensation associe 
ont un axe principal sensiblement parallele a ladite ligne directrice ; 

- les moyens de commande comprennent des moyens d'initiaiisation 
des capacites de charge aptes a decharger I'ensemble des capacites de charge 
raccordees aux transistors de modulation d'une colonne ; 

- les moyens d'initiaiisation comprennent un transistor d'initiaiisation 
comprenant une electrode de grille et deux electrodes de passage du courant, 
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une electrode de passage du courant dudit transistor d'initialisation etant 
connectee a I'eiectrode de grille des transistors de modulation de ladite 
colonne, I'electrode de grille dudit transistor ^initialisation etant connectee a 
une electrode de passage du courant et a I'electrode d'adressage d'une 
colonne d'ernetteur ; 

- les rnoyens d'initialisation cornprennent une diode dont ia cathode 
est raccordee a I'electrode de grille des transistors de modulation et dont 
1'anode est raccordee a I'electrode d'adressage d'une colonne d'emetteurs ; 

- les rnoyens de commande comportent une pluralite de transistors 
de selection comportant une electrode de grille et deux electrodes de passage 
du courant, chaque transistor de selection ayant une electrode de passage de 
courant raccordee a un transistor de modulation, une electrode de grille 
raccordee a une electrode de selection et une electrode de passage de courant 
raccordee au transistor de compensation d'une colonne d'emetteurs ; 

- les emetteurs sont des diodes electroluminescentes organiques. 
^invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va 

suivre, donnee uniquement a titre d'exemple et faite en se referant aux dessins, 
sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique partielle d'un ecran selon 
('invention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective representant un substrat de 
Silicium chauffe par un rayon laser au cours du processus de fabrication des 
transistors implantes dans Tecran d'affichage selon ['invention ; et 

- les figures 3A a 3E sont des graphes representant revolution au 
cours du temps de tensions appliquees pendant le procede d'adressage realise 
par les rnoyens de commande selon Tinvention ; en particulier 

- la figure 3A est un graphe representant une tension de selection 
appliquee a la premiere electrode de selection d'un premier circuit d'adressage ; 

- la figure 3B est un graphe representant une tension appliquee a une 
electrode d'adressage d'une colonne d'emetteurs ; 

- Ia figure 3C est un graphe representant une tension de selection 
appliquee a une seconde electrode de selection d'un second circuit 
d'adressage ; 
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- la figure 3D est un graphe representant une tension stockee par une 
capacite de charge d'un premier circuit d'adressage ; et 

- ia figure 3E est un graphe representant une tension stockee par une 
capacite de charge d'un second circuit d ! adressage. 

5 La figure 1 represente partiellement un ecran d'affichage seion 

Tinvention. Get ecran comporte des moyens 2 de commande de remission de 
lumiere depuis un ensemble d'elements d'image qu pixels. 

L'ecran comporte des emetteurs 4, 8, 8 formes de diodes 
electroluminescerri.es organiques connues sous Pacronyme OLED dont la 
10 luminance est directement proportionnelie au courant qui les traverse. lis sont 
repartis seion des lignes d'emetteurs et des colonnes d'emetteurs etforment un 
reseau. 

Les moyens de commande 2 comprennent une pluralite de circuits 
d'adressage 10, 20, 30 chacun raccorde a un emetteur 4, 6, 8, une electrode 

15 d'adressage 40 par colonne d'emetteurs, une electrode de selection 42, 44, 46 
par ligne d'emetteurs, un transistor de compensation 48 et un transistor 
d'initialisafion 50 par colonne d'emetteurs. 

Pour des raisons de simplification, seuis trois emetteurs d'une meme 
colonne d'emetteurs ainsi que des moyens de commande 2 d'adressage de ces 

20 emetteurs ont ete represents sur la figure 1 . 

Le premier emetteur 2 de la colonne d'emetteurs est connecte a un 
premier circuit d'adressage 10. Le deuxieme emetteur 4 de Ia colonne 
d'emetteurs est connecte a un deuxieme circuit d'adressage 20. Enfin, le 
troisieme emetteur 6 de la colonne d'emetteurs est connecte a un troisieme 

25 circuit d'adressage 30. Les circuits d'adressage 10, 20, 30 de cette colonne 
sont connectes a une meme electrode d'adressage 40, mais sont chacun 
connecte a une electrode de selection differente. 

Les premier 10, deuxieme 20 et troisieme 30 circuits d'adressage 
sont identiques, ils comprennent les memes composants electroniques, relies 

30 de la meme maniere pour realiser les memes fonctions. Pour simplifier la 
description, seul ie premier circuit d'adressage 10 sera decrit de maniere 
detaillee. Toutefois, pour differencier les composants des differents circuits 
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d'adressage, ceux-ci ont une reference composee de la meme unite que le 
premier circuit d'adressage 1 0 et d'une dizaine differente. 

Les circuits d'adressage 10, 20, 30 comprennent un generateur 12, 
22, 32 d'alimentation en puissance des emetteurs, un transistor de modulation 
5 14, 24, 34 de courant, une capacite de charge 16, 26, 36 et un interrupteur de 
selection 18, 28, 38, forme d'un transistor. 

Le transistor de modulation 14, I'interrupteur de selection 18, le 
transistor de compensation 48 et le transistor d'initialisation 50 sont des 
transistors en couches minces de type p. lis comprennent uiie electrode de 

10 drain, une electrode de source et une electrode de grille. Leur electrode de 
grille est connectee a un canal de drain forme entre deux couches de materiaux 
dopes, lis sont aptes a etre traverses par un courant, dit courant de drain, de 
leur source vers leur drain lorsqu'une tension superieure ou egale a leur tension 
de seuil de declenchement V th est appiiquee entre leur grille et leur source. 

15 Altemativement, des transistors en couches minces de type n pourraient 
egalement etre utilises pour la fabrication d'un ecran selon I'invention. Dans ce 
cas, leur courant de drain circule de leur drain vers leur source. 

La source du transistor de modulation 14 est raccordee au 
generateur 12. Le drain du transistor de modulation 14 est relie a I'anode de 

20 i'emetteur 4. La cathode de I'emetteur 4 est branchee a une electrode de 
masse. La grille du transistor de modulation 14 est raccordee a une borne de la 
capacite de charge 16 et a l'electrode de drain de I'interrupteur de selection 18. 
La seconde borne de la capacite de charge 16 est connectee au generateur 12. 
Le drain des interrupteurs 18, 28 et 38 du premier 10, deuxieme 20 et troisieme 

25 30 circuits d'adressage est connecte respectivement a la premiere 42, la 
deuxieme 44 et la troisieme 46 electrodes de selection. 

Le transistor de compensation 48 est monte en parallele au transistor 
d'initialisation 50 et est raccorde d'une part, au nee Lid B et d'autre part, a un 
noeud A d'embranchement avec I'electrode d'adressage 40 de colonne. 

30 L'electrode de source du transistor 50 et I'electrode de drain du 

transistor 48 sont branchees a I'electrode d'adressage 40 de la colonne 
d'emetteurs. L'electrode de drain du transistor 48 et I'electrode source du 
transistor 50 sont connectees entre elles au noeud B. 
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L'electrode de grille du transistor 48 est reliee a son drain. L'electrode 
de grille du transistor 50 est egalement reliee a son drain. En consequence, le 
transistor de compensation 48 est equivalent a une diode dont la cathode est 
connectee au noeud B et dont I'anode est connectee au nceud A. Cette diode 
est passante quand la difference de potentiel entre le nceud A et le nceud B est 
superieure au seuil de declenchement Vuvia du transistor 48. Le transistor 
d'initialisation 50 est lui aussi equivalent a une diode. Cette diode est connectee 
en inverse par rapport a la diode equivalente au transistor 48. Sa cathode est 
reliee au nceud A. Son anode est reliee au nceud B. Cette diode est passante 
quand la difference de potentiel entre le nceud A et le nceud B est inferieure au 
seuil de declenchement V th so du transistor 50. 

L'electrode de drain du transistor 48 et l'electrode source du transistor 
50 sont connectees par une ligne 52 a chaque interrupteur 18, 28, 38 de 
I'ensemble des circuits d'adressage 10, 20, 30 de la colonne d'emetteurs. La 
grille du transistor de compensation 48 est connectee a la grille des transistors 
de modulation 14, 24, 34 de I'ensemble des circuits d'adressage 10, 20, 30 
d'une colonne d'emetteurs. 

De plus, le transistor de compensation 48 est fabrique dans les 
memes conditions que I'ensemble des transistors de modulation 14, 24, 34 
d'une colonne d'emetteurs de sorte qu'il est apte a compenser les tensions de 
seuil de declenchement de I'ensemble des transistors de modulation 14, 24, 34 
de cette colonne. 

L'electrode d'adressage 40 d'une colonne d'emetteurs est adaptee 
pour adresser une tension d'adressage representative d'une donnee d'image 
aux circuits d'adressage de cette colonne d'emetteurs. 

Les electrodes de selection 42, 44, 46 sont propres a selectionner un 
circuit d'adressage defini 10, 20, 30 dans une colonne de circuits d'adressage 
par application d'une tension de selection sur une de ces electrodes de 

selection de lignes. 

La figure 2 represente schematiquement une etape du pro cede de 
fabrication a basse temperature du Poly-Silicium formant la structure des 
transistors utilises pour generer un ecran selon invention. 
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Les transistors de modulation 14, 24 et 34 et de compensation 48 
sont formes dans une meme couche du Silicium Poly-cristallin obtenue apres 
chauffage et cristaliisation d'un substrat de Silicium amorphe. 

Pendant Petape de chauffage du substrat de Silicium amorphe 62, un 
5 pinceau laser 60 rectiligne a excimere chauffe une couche mince 62 de Silicium 
amorphe deposee sur un substrat 64 de verre. Ce pinceau laser 60 pulse 
chauffe d'abord une premiere surface rectangulaire 66 qui s'etend 
longitudinafementMe long d'une ligne directrice 72 puis, se deplace selon une 
direction de deplacement 68 et chauffe ensuite une seconde surface de 

10 chauffage 70 adjacente a la premiere surface de chauffage 66 et de meme 
forme que celle-ci. 

Les transistors de modulation d'une colonne d'emetteurs ainsi que le 
transistor de compensation 48 apte a compenser la tension de seuil de 
declenchement de Tensemble des transistors de modulation de cette colonne 

15 ont ete representees schematiquement en pointilles sur la figure 2. 

Les transistors de modulation 14, 24, 34 d'une colonne adresses par 
la meme electrode d'adressage 40 ainsi que le transistor de compensation 48 
auquel ils sont relies sont formes de maniere a etre positionnes aiignes les uns 
dans le prolongement des autres, parallelement a la grande longueur des 

20 surfaces de chauffage 66, 70 et perpendiculairement au sens de deplacement 
68 du pinceau laser 60. De plus, ces transistors sont fabriques sur une unique 
et meme surface de chauffage 66 chauffee simuitanement par le meme pinceau 
laser 60. Plus precisement, les transistors de modulation 14, 24 et 34 et de 
compensation 48 sont realises de maniere a ce que leur canal de drain ait un 

25 axe principal sensiblement perpendiculaire a la direction 68 de deplacement du 
pinceau laser. 

En consequence, ils presentent des tensions de seuil de 
declenchement ayant des valeurs proches de sorte que le transistor de 
compensation 48 est apte a compenser les tensions de seuil de declenchement 
30 de ('ensemble des transistors de modulation 14, 24, 34 d'une colonne 
d'emetteurs. 

Les figures 3A a 3E represented les etapes d'adressage des 
emetteurs d'un ecran d'affichage selon ('invention. 
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Au cours d'une etape A d'initialisation du transistor de modulation 14, 
une tension de selection V S 42 est appliquee a Pelectrode 42. L'interrupteur 18 
est debloque. Une tension d'adressage Vd, de valeur nulle ci-apres nommee 
tension d'initialisation V| f est appliquee a Pelectrode d'adressage 40. La tension 
5 au noeud A est inferieure a la tension au nosud B. Le transistor d'initialisation 50 
est debloque, tandis que le transistor de compensation 44 se bloque. La tension 
d'initialisation est alors appliquee a la grille du modulateur 14 et a une borne de 
la capacite de charge 16 qui se decharge, tel qu'illustre sur la figure 3D. 

Au cours d'une etape B de programmation de la capacite de charge 

10 16, une tension d'adressage V D i representative d'une donnee d'image, est 
appliquee a Pelectrode d'adressage 40, cette tension est modulee par le 
transistor de compensation 48 et est transmise au noeud B. Au noeud B, la 
valeur de la tension modulee par le transistor 48 est egale a V D i - Vth48 oD Vth48 
est la tension de seuil de declenchement du transistor 48. 

15 La tension de selection VW est toujours appliquee a. la grille de . 

Tinterrupteur de selection 18, Pinterrupteur 18 est debloque. La tension 
d'adressage Vdi modulee par le transistor de compensation 48, est appliquee a . 
la grille du transistor de modulation 14 et a une borne de la capacite de charge 
16. Apres un instant, le transistor de modulation 14 fonctionne en regime de , 

20 saturation et son courant de drain l d est defini par ('equation suivante : 

Id" P X (vgs14-V t h14) 2 

avec Vgs14 = V12- V 16 
et V16 = VD1"V t h48 

Ou Id represente le courant de drain traversant le transistor de 
modulation 14, 

(3 represente une constante fonction de ia technologie employee et 
25 des caracteristiques du canal des transistors, 

V gs i4 represente la tension entre la grille et la source du transistor de 
modulation 14, 

V12 represente la tension d'alimentation du generateur 12, 

V16 represente la tension aux bornes de la capacite de charge 16, 
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V D i represente la tension d'adressage de donnee, 

V th 48 represente la tension de seuil de declenchement du transistor de 

compensation 48, 

Comme les transistors de modulation 14 et de compensation 48 ont 
5 ete fabriques sur la meme surface de chauffage, its ont des tensions de seuil de 

declenchement similaires. 

Vth48 = V t h14 

afors 

,d== ^ X (vi 2 -V D1 ) 2 

10 , Ainsi, le courant de drain l d traversant le transistor de modulation 14 

est independant de sa tension de seuil de declenchement Vthu- La tension de 
seuil de declenchement V th 48 du transistor de compensation 48 compense la 
tension de seuil de declenchement du transistor de modulation V t hi4 de sorte 
que la luminance du pixel associe a Pemetteur 2 est constante pour une tension 

15 d'adressage donnee. 

Au cours d'une etape intermediate C, une tension de selection V S 44 
est appiiquee a la deuxieme electrode de selection 44. L'interrupteur 28 du 
second circuit d'adressage 20 est debloque. A la fin de I'etape C, la tension de 
selection V S 42 cesse d'etre appiiquee a ['electrode de selection 42 du premier 

20 circuit d'adressage 10 de sorte que l'interrupteur 18 est bloque. La capacite de- 
charge 16 stocke des charges a la grille du transistor de modulation 14 de sorte 
que ceiui-ci continue a alimenter I'emetteur 4 jusqu'a la prochaine etape 
d'initialisation V| du modulateur 14, tel qu'illustre sur la figure 3D. 

Au cours d ! une etape D d'initialisation de la capacite de charge 26 du 

25 second circuit d'adressage 20, une tension d'adressage V D de valeur nulle dite 
tension d'initialisation Vi est appiiquee a ('electrode d'adressage 40 de coionne. 
Par suite, la tension au noeud A devient inferieure a la tension au noeud B. Le 
transistor d'initialisation 50 devient passant et le transistor de compensation 48 
se bloque. La tension d'initialisation adressee par Telectrode d'adressage 40, 

30 modulee par le transistor 50, est alors transferee aux bornes de la capacite de 
charge 26 qui se decharge. 
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Au cours d'une etape E de programmation de la capacite de charge 
26, une tension d'adressage V D2 est appliquee a I'electrode d'adressage 40. La 
tension au noeud A devient superieure a la tension au noeud B. Le transistor de 
compensation 48 est a nouveau debloque tandis que le transistor d'initialisation 
50 se bloque. La tension au noeud B, mod u lee par le transistor de 
compensation 48 est egale a V D2 - V th4 8 ou V th4 8 represente la tension de seuil 
de declenchement du transistor de compensation 48. La tension au noeud B est 
transmise a la grille du modulateur 24 par la ligne 48 et I' interrupted 28 qui a 
ete debloque par application d'une tension de selection V s4 4 sur I'electrode de 
selection 44. 

Comme les transistors de modulation 24 et de compensation 48 ont 
ete fabriques sur la mime surface de chauffage le long de la meme ligne 
directrice 72, la tension de seuil V th4 8 du transistor 48 est identique a la tension 
de seuil Vth24 du transistor 24. 



Ainsi, le transistor de compensation 48 est apte a compenser la 
tension de seuil de declenchement du transistor de modulation 14 du premier 
circuit d'adressage 10, du transistor de modulation 24 du deuxieme circuit 
d'adressage 20 et de I'ensemble des transistors de modulation d'une meme 
colonne quand ses transistors sont obtenus par chauffage simultanement d'une 
surface de Silicium et disposes le long d'une meme ligne. 

De plus, le transistor d'initialisation 50 des capacites de charge est 
apte a decharger I'ensemble des capacites de charge 16, 26, 36 des circuits 
d'adressage d'une meme colonne. 

Alternativement, le transistor d'initialisation 50 peut etre remplace par 
une diode dont la cathode est raccordee a I'electrode de grille des transistors 
de modulation et dont I'anode est raccordee a I'electrode d'adressage de 
colonne d'emetteurs associee a ladite colonne de transistors. 



V th 4 8 ~ Vth2 4 

En consequence, 




Ou V 2 2 represente la tension d'alimentation du generateur 22, 
V D 2 represente la tension d'adressage de donnee. 
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Avantageusement, les circuits d'adressage de I'ecran selon 
I'invention sont pilotes en tension de sorte que I'adressage des pixels est 
realise plus rapidement. En effet, les temps de programmation en courant ne 
sont plus necessaires puisque la tension est directement appliquee a la grille 
des modulateurs et aux capacites de charge. De plus, les circuits d'adressage 
pilotes en tension sont simples a realiser et ont un cout de fabrication 
avantageux par rapport aux circuits d'adressage en courant. 
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REVEMDICATIONS 
1 . Ecran d'affichage comportant : 

- des emetteurs de lumiere (4, 6, 8) repartis selon des lignes 
d'emetteurs et des colonnes d'emetteurs pour former un reseau d 'emetteurs, 
5 - un substrat de Silicium (62) sur lequel des moyens de commande 

(2, 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50) de remission des emetteurs sont 
fabriques, lesdits moyens de commande comprenant : 

- one pluralite d'electrodes d'adressage (40) reparties selon les 
colonnes d'emetteurs, et aptes a transmettre une tension (V D ) representative 

10 d'une donnee d'image a chaque colonne d'emetteurs, 

- une plurality d'electrodes de selection (42, 44, 46) reparties 
selon les lignes d'emetteurs, et aptes a transmettre un signal de selection (V S 41, 
V S 42) a chaque Iigne d'emetteurs, 

- une pluralite de transistors de modulation (14, 24, 34), 
15 chacun associe a un emetteur du reseau, lesdits transistors de modulation 

comprenant une electrode de grille et deux electrodes de passage du courant, 
chaque transistor de modulation etant apte a etre traverse par un courant de 
drain pour alimenter ledit emetteur pour une tension entre son electrode de 
grille et une de ses electrodes de passage de courant superieure ou egale a ; 
20 une tension de seuil de declenchement (V t h), lesdits transistors de modulation 
etant repartis selon des colonnes associees aux colonnes d'emetteurs et etant 
alignes sur !e substrat (62) suivant une iigne directrice (72), 

- une capacite de charge (16, 26, 36) connectee aux bornes de 
chaque transistor de modulation (14, 24, 34) et apte a imposer un potentiel 

25 electrique a Pelectrode de grille du transistor de modulation associe, et 

- une pluralite de transistors de compensation (48) aptes a 
compenser la tension de seuil de declenchement des transistors de modulation 
en ajustant la charge du condensateur, 

caracterise en ce qu'un unique transistor de compensation (48) est 
30 connecte a I'ensemble des transistors de modulation (14, 24, 34) d'une merne 
colonne et est apte a compenser les tensions de seuil de declenchement de 
Pensemble desdits transistors de modulation (14, 24, 34) de cette colonne, 
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et en ce que Iedit transistor de compensation (48) est forme dans le 
prolongement de I'alignement desdits transistors de modulation (14, 24, 34) 
d'une meme colonne suivant iadite meme ligne directrice (72). 

2. Ecran d'affichage selon la revendication 1, caracterise en ce que 
5 chaque transistor de compensation (48) comprend une electrode de grille et 

deux electrodes de passage du courant, I'electrode de grille de chaque 
transistor de compensation (48) etant raccordee a ['electrode de grille de 
' Pensembie des transistors de modulation (14, 24, 34) de la colonne associee, 
en ce qu'une electrode (51) de passage du courant de chaque transistor de 
10 compensation (14, 24, 34) est raccordee a I'electrode d'adressage (40) de la 
colonne d'ernetteurs associee, et en ce que i'autre electrode de passage du 
courant de chaque transistor de compensation est raccordee a son electrode de 
grille. 

3. Ecran d'affichage selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce 
15 que lesdits transistors de modulation (14, 24, 34) et (edit transistor de 

compensation (48) associe sont fabriques sur un substrat de Silicium poly- 
cristallin obtenu par chauffage d'un substrat (62) de Siiicium amorphe, a I'aide 
d'un pinceau laser (60), Iedit pinceau etant apte a chauffer d'abord une 
premiere surface (66) rectangulaire de chauffage du substrat, a se deplacer 

20 selon une direction de deplacement (68) et a chauffer ensuite une seconde 
surface (70) de chauffage rectangulaire, et en ce que 

lesdits transistors de modulation (14, 24, 34) associes aux emetteurs 
d'une meme colonne et le transistor de compensation associe sont alignes 
suivant une unique et meme surface de chauffage (66), la ligne directrice (72) 

25 d'alignement s'etendant sensiblement perpendiculairement a la direction du 
deplacement (68) du pinceau laser (60).' 

4. Ecran d'affichage selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que lesdits transistors de modulation (14, 24, 
34) et Iedit transistor de compensation (48) associe comprennent chacun un 

30 canal entre deux couches de materiaux dopes, Iedit canal etant connecte a leur 
electrode de grille, et en ce que le canal des transistors de modulation (14, 24, 
34) d'une colonne et le canal du transistor de compensation associe ont un axe 
principal sensiblement parallele a Iadite ligne directrice (72) . 
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5. Ecran d'affichage selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les rnoyens de commando (2, 10, 20, 30, 
40, 42, 44, 46, 48, 50) comprennent des rnoyens d'initialisation (50) des 
capacites de charge (16, 26, 36) aptes a decharger Pensemble des capacites 

5 de charge raccordees aux transistors de modulation d f une colonne. 

6. Ecran d'affichage selon la revendication 5, caracterise en ce que 
les rnoyens d'initialisation (50) comprennent un transistor d'initialisation (50) 
comprenant une electrode de grille et deux electrodes de passage du courant, 
une electrode de passage du courant dudit transistor d'initialisation (50) etant 

10 connectee a Telectrode de grille des transistors de modulation (14, 24, 34) de 
ladite colonne, I'electrode de grille dudit transistor d'initialisation (50) etant 
connectee a une electrode de passage du courant et a ('electrode d'adressage 
(40) d'une colonne d'emetteurs, 

7. Ecran d'affichage selon la revendication 5, caracterise en ce que 
15 les rnoyens d'initialisation (50) comprennent une diode dont la cathode, est 

raccordee a I'electrode de grille des transistors de modulation (14, 24, 34) et 
dont I'anode est raccordee a I'electrode d'adressage (40) d'une colonne 
d'emetteurs. 

8. Ecran d'affichage selon I'une quelconque des revendications 
20 .precedentes, caracterise en ce que les rnoyens de commande (2, 10, 20, 30, 

40, 42, 44, 46, 48, 50) comportent une pluralite de transistors de selection (18, 
28, 38) comportant une electrode de grille et deux electrodes de passage du 
courant, chaque transistor de selection ayant une electrode de passage de 
courant raccordee a un transistor de modulation (14, 24, 34), une electrode de 
25 grille raccordee a une electrode de selection (42, 44, 46) et une electrode de 
passage de courant raccordee au transistor de compensation (48) d'une 
colonne d'emetteurs. 

9. Ecran d'affichage selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les emetteurs (4) sont des diodes 

30 electroluminescentes organiques. 
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